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ScAlMgO4（以下、SAM）は、GaNとの格子ミスマッチは 1.8%で、In組成が 17%の InGaN

とは完全に格子整合する[1]。さらに最近は無転位の SAM 結晶育成も可能となったことが報告

され[2, 3]、窒化物半導体成長用基板として注目を集めている。SAM 基板上に窒化物半導体薄

膜を MOCVD法や HVPE法で成長する場合、これらの成長方法での成長雰囲気下では、SAM

基板表面から Mgが脱離し、表面にピットができるという報告がある[4]。我々は超高真空下で

低温での結晶成長が可能な RF-MBE 法を用いた SAM 基板上への GaN 成長を報告した[5]。こ

の際、RF-MBEチャンバー内での成長雰囲気下では、SAM 基板表面から Mgの脱離は観測さ

れず、基板の表面状態にも変化がないことが明らかになった。また Inと Nの解離温度が低い

ことから、InGaN 成長する場合においても低温での結晶成長が望ましく、低温成長が可能な

RF-MBE 法による SAM 基板上への窒化物半導体成長は期待できる。そこで本研究では、

RF-MBE 法を用いて、SAM 基板上に高品質な InGaN 薄膜を成長することを目的とし、今回は

Inと Gaのフラックス量比をパラメータとした成長条件の検討について報告する。 

RF-MBE 法を用いて SAM基板上に InGaN薄膜成長を行った。有転位の c面で 10 mm角の

SAM 基板を使用した。成長温度は 650℃、窒素プラズマパワー110 Wに固定し、Inフラック

ス量と Gaフラックス量の合計を 5.0×10-7 Torr としたうえで、Inと Gaの比を 1:4、2:3と変化

させ、2時間の同時供給で InGaN 膜成長を行った。作成した試料の混晶組成は XRDのω-2θ

測定より見積もった。 

Fig. 1 に今回成長した InGaN の XRD ω-2θ測定結果を示す。我々が RF-MBE法により SAM

基板上に成長した GaN(002)面のピークより低角度側にシフトしたピークが得られた。ブラッ

グの回折条件に基づき、In組成 3％と 12％の InGaN(002)面のピークとされ、RF-MBE法によ

る SAM 基板上 InGaN 成長を確認した。

In0.12Ga0.88N では In ドロップレットのピークも

確認された。窒素の供給量に対して Inと Gaの

フラックス量が多くメタルリッチ条件となっ

ており、また Gaと N が先行的に結合したこと

で、余剰の In がはき出されたため In ドロップ

レットができたと考えられる。講演では、さら

なる成長条件の検討とその他の評価結果につ

いて報告する。 
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Fig. 1 XRD  profiles of GaN and InGaN on 

SAM substrate 
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